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Ga2O3は約 5.0 eV のバンドギャップを持つ半導体材料としてパワーデバイスや深紫外光検出デ

バイスへの応用に向けて研究が盛んに行われている．Ga2O3 の準安定構造の一つである ε-Ga2O3

は自発分極を持つことが報告されており[1,2]，強誘電体薄膜や分極に起因する二次元電子ガスを

用いたデバイスへの応用が期待され，HVPE 法[3]やMOCVD 法[4]などの種々の方法で結晶成長が

報告されている．これらの結晶成長では，β-Ga2O3 基板やサファイア基板，GaN 基板上への成長

が報告されているが，ミスト CVD法では (111) MgO，(111) YSZ，(111) GGG といった立方晶構造

の基板上への成長が報告されている[5,6]． 

本研究では，ミスト CVDを用いて (111) 3C-SiC/Siテンプレート上基板へ ε-Ga2O3薄膜をヘテロ

エピタキシャル成長した結果について報告する．前駆体溶液は溶質に Ga(acac)3，溶媒に超純水を

用い，濃度 0.05 M で作製した．Fig. 1 に成長温度 435 C で 60 分間成長させた ε-Ga2O3薄膜の

XRD-2θ/ω 測定の結果を示す．ε-Ga2O3 の (0002)，(0004)，(0006)，(0008)，(00010) 回折のピーク

が明瞭に確認された．この薄膜について (0004) 回折に対するロッキングカーブ測定を行った結

果，半値幅は 0.387 °であった．ε-Ga2O3薄膜と (111) 3C-SiC テンプレートの面内配向関係を調べ

るために，XRD Φスキャンを行った結果，(10-14) 

ε-Ga2O3から 6回対称のピークが観測された(Fig. 2)．

また，(200) 3C-SiC からの高強度な 3回対称のピー

クと double positioning boundaryに起因する 60 °シ

フトした 3 つの対称のピークが観察され，(10-14) 

ε-Ga2O3の 6つの対称ピークは (200) 3C-SiCのピー

クと同じ位置に対応した．これらの結果から，面内

および面外の配向関係は，(0001) ε-Ga2O3 [10-10] // 

(111) 3C-SiC [-1-12] であると考えられる．比較的低

温の 300 Cで成長した薄膜でも ε-Ga2O3 単相の薄

膜が成長できており，当日は結晶構造の成長温度依

存性についても報告する予定である． 
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Fig. 2. XRD  scan profiles of Ga2O3 thin 
film grown at 435 C. 

Fig. 1. XRD 2/ scan profile of Ga2O3 thin 
film grown at 435 C. 
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